arastirmact Science’ta
yayunladiklar bir makalede
elektronik devrelerdeki
1Sinma sorununa

¢care olabilecek termal
transistorler gelistirdiklerini
agkladi.

Stradan bir bilgisayar
¢ipinde milyarlarcast
bulunan transistorler, tig
uclu devre elemanlaridir.
Bu cihazlarn bir ucunun
temel islevi diger iki

ug¢ arasindaki elektrik
akisum kontrol etmektir.
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Yeni gelistirilen termal
transistorler de benzer
bicimde tc¢ uclu cihazlar.
Bu cihazlarin bir ucunun
temel islevi de diger iki
ug¢ arasindaki 1st akisint
kontrol etmek.

Termal transistorlerin

st akisina izin verip
vermeyecedi harici elektrik
alanlar yardimiyla kontrol
ediliyor. Uygulanan

harici elektrik alanlar,
cihazdaki atomlart bir
arada tutan kimyasal
badlarin giiclenmesini ya
da zayiflamasint saglyor.
Boylece kimyasal baglardaki
elektronlar hareket
serbestligi kazanyor ya

da kaybediyor. Bu durum
cihazin 1sul iletkenliginin de
degismesine neden oluyor.
Termal transistorlerin
oOzellikle bilgisayar
¢iplerinin asirt istnmastnt
engellemekte yararl olmast
bekleniyor.

Hatta ortaya ¢ikan asir

1styt termal transistorler
yardimuyla toplamak ve
kullanmak da mimkiin
olabilir. Ayrica bu cihazlarin
saglik alaninda da
uygulamalart olabilecegi
tahmin ediliyor. Ornegin

1st yardumiyla, sagliklt
hiicrelere zarar vermeden
kanserli hiicreleri 6ldirmek
icin termal transistorlerden
yararlanilabilir.

Termal transistorlerin
gunlik hayatta karsumiza
¢lkan cihazlarda
kullaniimaya baslanmast
icin hala calismalara
ihtiyag oldugu belirtiliyor.
Arastumactlar bir sonraki
hedeflerinin hem elektrik
akumint hem de st akisint
kontrol eden transistorler
iceren hibrit cihazlar
gelistirmek oldugunu ifade
ediyor.

Grafend"en Yart
iletken Uretildi

Mahir E. Ocak

Georgia Teknoloji
Enstitiisi’'nden
arasturmactlar, grafenden
elektronik devrelerde
kullanilabilecek fonksiyonel
yart iletken elde etmeyi
basardt

Katit malzemelerde,
elektronlarin
bulunabilecedi enerji
seviyeleri, biri valans digeri
iletkenlik bandt olarak
adlandurilan iki enerji
bandnin i¢inde yogunlasur.
Elektronik endiistrisinde
¢ok 6nemli bir yer tutan
yart iletken malzemelerin
temel 6zelligi valans

bandt ile iletkenlik bandt
arasindaki enerji farkinin
(bant boslugunun)

gorece ufak olmasidr.

Bu durum yart iletken

malzemelerin iletkenlik
Ozelliklerinin kolayca
degistirilebilmesine imkan
verir. Ornedin transistorler,
yapularindaki silisyumun
yart iletken ozelligi
sayesinde elektrik akumint
kontrol eder.

Elektronik endustrisinde
yararlt olma potansiyeli
tasidigt disiiniilen
malzemelerden biri

de grafendir. Karbon
atomlarumn tek bir katman
icinde diizenlendigi bu
malzeme, asirt IsStnmadan
ve yapist bozulmadan
ylksek akum tastyabiliyor.
Ancak grafen, yar iletkenler
gibi bir bant bosluguna
sahip degil. Grafen,

esasen yarumetal olarak
adlandirilan malzemelerin
bir 6rnegi. Bu tlr katilarda
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valans ve iletkenlik
bantlarin bir kismt
ortisur.

Georgia Teknoloji
Enstitiistinden Prof.

Dr. Walter de Heer ve
arkadaslart ge¢miste
silisyum karbtr levhalar
uzerinde grafen

uretmek icin yeni bir
yontem gelistirmisti.
Arasturmacilarin elde
ettigi sonuclarin en
Onemlilerinden biri de
kimyasal olarak silisyum
karbtire baglanan
grafenin yart iletken
0Ozellik gOstermeye
basladiginin kesfedilmesi
olmustu. Bu durum
grafenden yeni nesil
transistorler gelistirmekte
yararlanilabilecegi
anlamina geliyordu.
Ancak bir yart iletkenden
fonksiyonel bir transistor
elde edebilmek i¢in yart
iletkenin cesitli islemlerden
gecirilmesi gerekir ve

bu durum malzemenin
Ozelliklerinin degismesine
sebep olabilir.

Arastirmacilar Nature’da
yaytmladiklarn son
makalelerinde silisyum
karbtr tzerinde Uretilen
grafenin, transistorlerde
kullanilmasum saglayacak
islemlerden gecirildikten
sonra da yart iletken
ozelligini korudugunu
yaziyor. Ustelik 6l¢iimler
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yart iletken grafenin
mobilitesinin (elektrik

alan uygulandiginda
elektronlarin malzeme
icinde ne kadar hizl
hareket edebildiginin)
silisyumunkinin on katt
oldugunu gosteriyor.

Bu sonug, ¢cok daha hizlu
hesaplamalara imkan veren
yeni nesil transistorler
gelistirmekte grafenden
yararlanilabilecedine isaret
ediyor.

Karbondioksit
Gaz1 Faydalt
Urlinlere
Donusturulebilir
mi?

Hayriye Yetis

Bir grup arasturmact,
karbondioksit (CO,)
gaz1 basta olmak tzere,
insan etkinliklerinden
kaynakli sera gazlarint
faydali Girtinlere
dontstlrebilecek
yontemler Uizerinde

calistyor.

GUnUmiz modern
diinyasinda insan
kaynakl etkinlikler
sonucu atmosfere salitnan
sera gazlarinin miktart
hizla artiyor. En yaygin
sera gazt olan CO,, kiiresel
1silnmaya sebep olan
gazlarin basinda olsa da
bir¢ok yararlt kimyasal
madde ve yakit Giretimi
icin ham madde olabilir.
Fakat CO, gazinin geri
dontstim streci 150
yildan daha uzun bir
suredir ¢oziilemeyen bir
problem. Clinkl bu stire¢
icin gerekli tepkimeler,
yuksek sicaklik ve basing
ile baz1 6zel malzemeler
gerektirdigi icin bunun
gerceklestirilmesi hi¢ de
kolay dedil.

Simdiye kadar CO,
gazint geri doniistirmek
amactyla yapuan
arastirmalar, esas olarak,
su bazlt elektrolitlerde
yogun enerjili donisim
tepkimesini anlamaya

odakliydt. Ancak su

bazl sistemlerin sinurl
CO, tutma kapasitesine
sahip olmast buyuk bir
sorundu. Ayrica tepkime
sonucunda hidrojen

gazl gibi istenmeyen

yan Urinler ortaya
¢tkiyordu. Case Western
Reserve Universitesi’nden
arastirmactlar
gelistirdikleri iyonik
swilar sayesinde,
elektrokimyasal stireclerle
CO, gazu etkili bir sekilde
donustirmeyi basardt.

0Oda sicakliginda st
halde bulunabilen bu
iyonik swilar, yliksek CO,
yakalama kapasitesine
sahip olmalart ve
elektrokimyasal kararliligt
surdurebilmeleri
acisindan benzersiz
Ozellikte. Aynt zamanda
bu swilar bakir elektrot
yuzeyinde CO, gazimn
indirgenme tepkimesini
etkinlestirerek
tepkimenin baslamast
icin daha az enerjiye
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